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摘要(译)

半导体掺杂方法包括以下步骤：在基板上形成绝缘层，在绝缘层上形成
半导体层，在绝缘层上形成光致抗蚀剂层，图案化光致抗蚀剂层以在第
一部分上提供光致抗蚀剂层的一部分。半导体层，在大于约140℃的第一
硬烘烤温度下硬化烘焙光致抗蚀剂层的部分，在半导体层的第一部分以
外的区域中用杂质掺杂半导体层，并去除半导体层。光刻胶层的一部
分。
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